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１．概要（Summary） 

近年要求されている微細な半導体デバイスの製造

を可能にするために、絶縁膜(SiO2)とマスク（有機物）

の選択比獲得やマスク材料に現れる表面ラフネスの

抑制が重要な課題である。特に有機物をマスクとする

場合プラズマプロセス中の基板温度の上昇による形

状異常が問題となってきている[1]。この問題を解決す

るために、プラズマプロセス中の基板温度のリアルタ

イムモニター[2]に加え、数の°C精度で制御が可能な

システムを用いてマスク材料のエッチング特性の評

価を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ラジカル計測付多目的プラズマプロセス装置 

【実験方法】 

上記装置を用いてプラズマプロセス中の基板温度

を一定に制御した。水素窒素混合ガスのプラズマによ

り有機膜の L&Sパターンのエッチングを行い、プロ

セス中の基板温度の変化による形状異常の抑制を試

みた。プロセス結果の評価は電子顕微鏡を用いた断面

図の観察により行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

基板温度を数度の範囲に制御したエッチングプロ

セスによって加工した有機膜の断面電子顕微鏡像を

Fig.１に示す。基板温度を 20°Cの低温に保った場合

は、テーパー形状、100°Cの高温に保った場合はほぼ

垂直形状となった。基板温度の違いによりプラズマ中

の粒子の付着確率や生成物の脱離確率が変化した結

果であると考えられる。基板温度を制御したプロセス

により高精度な有機物の微細加工が可能となった。 

 

Fig. 1. SEM images of organic film cross-sections 

that etched with substrate temperature of 20°C and 

100°C 
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